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10.Co-Si(111)系での室温界面合金化過程と界面構造
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金属とSiとの接合糸に姓､未だ解明されていない弗味深い現象
が存在する｡例 えば､室温での金属/Si界面反応や基砿シリコン
庶子の堆積金属表面-の析出などの現象を挙げることができる｡ こ

の室温界面反応はSiとAu,Cu,Ni等の貴金属 ･連移金属の
みならずAl等の単純金属との間でも起こることが報告されている｡

また,金5,'剛化合物のCoSi2はSi単結晶上にエピタキシャル成

長するため､基礎 ･応用の両面か ら注 目されている｡

本研究では主にCo-Si系をとりあげ,塞温界面合金化､およ

びシリサイ ド (またはシリサイ ド/S･i界面)の電子的 ･庶子●的構
造を解明することを試みた.

辞 1部や臥 Co/Si(111)系において､蛮亀でのコバル
ト堆積の初期の段帽における基板 シリコン原子とコバル ト庶子との

反応を確路 し,その反応機構を解明すること目的とした研究につい

て報告する｡コバル ト吸着過程の評価に用いたのは,電子エネルギ

ー挽失分光法 (EELS)ならびにSR光を光源とした光電子分光

法 (PES)である｡美唄結束か らは､コバル ト堆積の初期の段階
か ら塞温でCoSi2が生成し,その後Co堆横豊の増加とともにそ

れが点状に成長 してい くという措論が得 られた｡

努2部では､価電子帯の電子構造を研究する手法として注目して

いる軟X線放出分光淡 くSXES)による実験を行うための電子線
励起による放出軟X線分光装置の試作と_それを用いた表面層 ･界

面物性研究について述べてある｡まず､試作した装置は所期の性能

を発拝することが明らかにされた｡また､入射電子線の加速電圧を

変化させることによって､同一元素を含む多層膜試料の深ぎ方向分

析を非破壊的に行 えることが明 らかにされた｡さらに､試作 した装

置を用いて､CoSi2結晶中から放出されたSi-L2.3放出スペ

ク トル (軟Ⅹ線)を測定 した｡そのスペク トルを解析することによ

り､適移金属シリサイ ドの化学結合において､これまでの研究では

確捜されていなかったシリコン3S電子の関与を示唆する結束を得
ることが出来た｡
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